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Abstract (Basic) : GB 2332964 A 

NOVELTY - The memory device uses both a single data rate (SDR) mode 
and a double data rate (DDR) mode. 

DETAILED DESCRIPTION - A core circuit (101) inputs and outputs data 
to and from memory cell arrays (117,119) according to a group of column 
addresses in an SDR mode, and inputs and outputs first and second data 
to and from the cell arrays and a second global data line, 
respectively, according to the group of column addresses excluding a 
predetermined column address in a DDR mode. Data lines output and 
receive data to and from the outside. A transferring portion (103) 
controls the transfer of data between the core portion and the data 
lines in response to the predetermined column address. An input and 
output controller (105) transforms data of the data lines into serial 
data and outputs it to the outside, and transmits serially received 
data from the outside to the data lines in response to rising and 
falling edges of an external cloclc signal. INDEPENDENT CLAIMS are also 
included for: 

(1) a decoder, 

(2) an output transferring circuit, 

(3) an input driver, 

(4) an input multiplexer, and 

(5) an output multiplexer. 



USE - For a computer system. 

ADVANTAGE - Reduces access time, thereby enhancing the performance 
of a computer system. 

DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The drawing shows a schematic view of a 
data path of the memory device. 

core circuit (101) 

transferring portion (103) 

input and output controller (105) 

cell arrays (117, 119) 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unteriagen entnommen 

(S) Halbleiterspeicherbauelement und Komponenten hierfur 

@ Die Erfindung bezieht sich auf Halbleiterspeicherbau- 
elemente sowie auf einen Decoder, einen Ausgabeuber- 
tragungsschaltkreis, einen Eingangstreiber, einen Einga- 
be- und einen Ausgabemultiplexer hierfur. 
ErfindungsgemaS beinhaltet das Halbleiterspeicherbau- 
element einen Kernbereich (101) zum Eingeben und Aus- 
geben von Daten in und aus Speicherzellenfeldern (117, 
119) gemal^ einer Gruppe von Spaltenadressen >n einem 
Einzeldatenraten-Modus sowie zum Eingeben und Aus- 
geben erster und zweiter Daten in die und aus den Spei- 
cherzellenfeldern gemafS der Gruppe von Spaltenadres- 
sen mit Ausnahme einer vorgegebenen Spaltenadresse 
(CAi) in einem Doppeldatenraten-Modus. Eine erste und 
einezweite Datenleitung (DIOF, DIOS) dienen dem Oaten- 
transfer von und nach aufSen. Eine Obertragungsstufe 
(103) steuert die Datenubertragung zwischen diesen Da- 
tenleitungen und dem Kernbereich. Als Schnittstelle nach 
* aulSen fungiert eine Eingabe- und Ausgabesteuereinheit 
^ (105), die im Doppeldatenraten-Modus Daten von der er- 
sten und zweiten Datenleitung in serielle, nach aul^en ab- 
gegebene Daten umsetzt und umgekehrt. Die Erfindung 
umfaBt des weiteren speziell hierfur geeignete Kompo- 
nenten des Speicherbaueiementes. 
Verwendung z. B. fur DRAM-Bauelemente. 
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Beschrcibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Halbleiterspeicherbau- 
element sowie auf einen Decoder, einen Ausgabeubertra- 
gungsschallkreis, einen Eingabetreiber sowie einen Ein- 
gabe- und Ausgabcmultiplexcr, die in dcm Halbleitcrspei- 
cherbauelement verwendbar sind. 

Ein Rechnersystem enthalt allgemein eine Zentralprozes- 
soreinheit (CPU) zur Ausfiihrung von Befehlen sowie einen 
Hauptspeicher fiir die Speicherung von Daten und Progam- 
men, die von der CPU benoUgt werden. Eine Erhohung der 
Betriebsgeschwindigkeit der CPU und eine Verringerung 
der Zugriffszeit auf den Hauptspeicher steigem daher die 
Leistungsfahigkeit des Rcchnersystems. Ein synchrones 
DRAM (SDRAN) arbeitet abhangig von der Steuerung 
durch einen Systemtakt und besitzt als Hauptspeicher eine 
veigleichswcisc kuize Zugriffszeit. 

Der Betrieb des SDRAM wird in Abhangigkeit von Im- 
pulssignalen gesteuert, die durch Obeigange des Systemiak- 
tes erzeugt werden. Hierbei werden die Impulssignale durch 
einen Einzeldatenraten (SDR)-Modus oder einen Doppelda- 
tenraten(DDR)-Modus generiert. Der SDR-Modus erzeugt 
die Impulssignale bei Ubergangen in einer Richtung, d. h. 
Impulssignale beim Ubergang von hohem auf niedrigen Pe- 
gel oder umgekehrt, um ein DRAM-Bauelement zu bctrci- 
ben. Der DDR-Modus generiert zum Betreiben des DRAM- 
Bauelementes die Impulssignale bei Ubergangen in beiden 
Richtungen, d. h. bei Ubeigangen von hohem auf niedrigen 
Pegel und umgekehit. 

Der datenempfangcnde oder -erzeugende DDR-Modus 
besitzt eine groBe Bandbieite. Der DDR-Modus ist daher 
sehr hilfreich fiir die Bereitstellung eines SDRAM mil ex* 
trem hoher Geschwindigkeit. Jedoch erhoht sich beim Rea- 
lisieren des DDR-Modus auf einem Chip dessen Entwurfs- 
flache. Denn da der DDR-Modus doppelt so viele Daten wie 
der SDR-Modus schreibt und liest, werden fur ihn doppelt 
so viele Datenleitungen benotigt wie fiir den SDR-Modus. 
Dcmentsprechcnd erhoht sich die Abmessung des Chips. 
AuBerdem sind im DDR-Modus verglichen mit dem SDR- 
Modus die Initialisierungszeit und die Datenhaltezeit zwi- 
schen Daten und dem Takt wahrend des Lesens und Schrei- 
bens reduziert, so dafi Hilfsschaltkreise zum Verzogem ei- 
nes extemen Taktes notwendig sind, was eine weitere Erho- 
hung der Abmessung des Speicherchips venirsacht. Daher 
verwenden typischerweise nur Speicheibauelemente fur Sy- 
stemc mit cxtrcm hoher Geschwindigkeit den DDR-Modus, 
wahrend andere Speicherbauelemente den SDR-Modus be- 
nutzen. Jedoch werden Halbleiterspeicherbauelemente mit 
DDR-Modus bzw. SDR-Modus nicht nach einem Wahlver- 
fahren, sondem separat hergesteUt, was die Fertigungseffi- 
zienz verringert und die Produktionskosten erhoht. 

Der Erfindung liegt als technisches Problem die Bereit- 
stellung eines Halbleiterspeicherbauelementes, das sowohl 
fiir den SDR- als auch fur den DDR-Modus anwcndbar ist, 
sowie eines Decoders, eines Ausgabeiibertragungsschalt- 
kreises, eines Eingabetreibers, eines Eingabemultiplexers 
und eines Ausgabemultiplexers hierfur zugrunde. 

Die Erfindung lost dieses Problem durch die Bereitstel- 
lung eines Halbleiterspeicherbauelementes mit den Merk- 
malen des Anspruchs 1, eines l>ecoders mit den Merkmalen 
des Anspruchs 14, eines Ausgabeubertragungsschaltkreises 
mit den Merkmalen des Anspruchs 15, eines Eingabetrei- 
bers mit den Merkmalen des Anspruchs 17, eines Eingabe- 
multiplexers mit den Merkmalen des Anspruchs 20 und ei- 
nes Ausgabemultiplexers mit den Merkmalen des An- 
spruchs 22. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den 
Unteranspriichen angegeben. 



Vorteilhafte Ausfuhrungsformen der Erfindung sind in 
den Zeichnungen daigestellt und werden nachfolgend be- 
schrieben. Hierbei zeigen: 

Fig. 1 ein schematisches Blockschaltbild einer Daten- 
5 pfadanordnung eines Halbleiterspeicherbauelementes mit 
einem typischen Datenratenmodus, 

Fig. 2 ein Schaltbild eines fiir das Halbleiterspeicherbau- 
element von Fig. 1 verwendbaren Modusauswahlsignalge- 
nerators, 

10 Fig. 3 ein Schaltbild eines Spaltendecoders eines Spalten- 
decoderblocks fur ein erstes Speicherzellenfeld von Fig. 1, 
Fig. 4 ein Schaltbild eines Spaltendecoders des Spalten- 
decoderblocks fur ein zweites Speicherzellenfeld von Fig. 1, 
Fig. 5 ein Schaltbild eines ersten Ausgabcubertragungs- 
15 schaltkreises von Fig. 1, 

Fig. 6 ein Schaltbild eines zweiten Ausgabeiibertragungs- 
schaltkreises von Fig. 1, 
Fig. 7 ein Schaltbild eines ersten Eingabetreibers von Fig. 

1, 

20 Fig. 8 ein Schaltbild eines zweiten Eingabetreibers von 
Fig. 1, 

Fig. 9 ein Schaltbild eines Ausgabemultiplexers von Fig. 

1, 

Fig. 10 ein Schaltbild eines Eingabemultiplexers von Fig. 

25 1, 

Fig. 11 ein Zeitsteuerungsdiagramm von Daten an wichti- 
gen Anschlussen im Ausgabebetrieb des DDR-Modus, 

Fig. 12 ein Zeitsteuerungsdiagramm von Daten an wich- 
tigen Anschliissen im Eingabebetrieb des DDR-Modus, 

30 Fig. 13 ein Zeitsteuerungsdiagramm von Daten an wich- 
tigen Anschlussen im Ausgabebetrieb des SDR-Modus und 
Fig. 14 ein Zeitsteuerungsdiagramm von Daten an wich- 
tigen Anschliissen im Eingabebetrieb des SDR-Modus, 
Fig. 1 zeigt die Datenpfadanordnung eines beispielhaft 

35 betrachteten Halbleiterspeicherbauelementes gemaB der Er- 
findung in einem bestimmten Datenpfadzustand, wobei eine 
jeweilige Spaltenauswahlleitung der UbersichtHchkeit hal- 
bcr einem Bitleitungspaar entspricht, Dabei sind die ver- 
schiedenen Daten leitungsverbindungen nur insoweit ge- 

40 zeigt, wie auf sie von den verschiedenen Bauelementkom- 
ponenten in dem speziell betrachteten Datenpfadzustand zu- 
gegriffen wird. In diesem Ausfuhrungsbei spiel ist, wenn 
eine bestimmte Spaltenadresse CAi auf niedrigem Pegel 
liegt, eine Spaltenauswahlleitung CSLF eines ersten Spei- 

45 cherzellenfeldes 117 aktiv, wahrend ein Spaltenauswahlsi- 
gnal CSLS eines zweiten Speichcrzellenfeldes 119 aktiv ist, 
wenn die Spaltenadresse CAi auf hohem Pegel liegt Im Be- 
trieb mit SDR-Modus wird somit durch eine exteme Spal- 
tenadresse entweder CLSF oder CSLS ausgcwahlt, wahrend 

50 im Betrieb mit DDR-Modus durch die externe Spalten- 
adresse sowohl CSLF als auch CSLS ausgewahlt werden. 
Dabei wird der SDR-Modus oder der DDR-Modus mittels 
eines Modusauswahlsignals PSDR ausgewahlt. Wenn 
PSDR auf hohem Pegel liegt, wird der SDR-Modus ausge- 

55 wahlt, und wenn PSDR auf niedrigem Pegel liegt, wird der 
DDR-Modus ausgewahlt. Bezugnehmend auf Fig. 1 bein- 
haltet das Halbleiterspeicherbauelement einen Kernbereich 
101, eine erste Datenleitung DIOF und eine zweite Datenlei- 
tung DIOS, eine Obertragungsstufe 103 sowie einen Ein- 

60 gabe- und Ausgabesteuerteil 105. Nachfolgend wird der 
Einfachkeit halber die Betriebsweise des Kembereichs 101 
und der Ubertragungsstufe 103 beschricbcn, wenn die Spal- 
tenadresse (^Ai auf niedrigem Pegel liegt. 
Im SDR-Modus erfolgen die Eingabe und Ausgabe von 

65 Daten in den b/.w. aus dem Kernbereich 101 iiber einen Da- 
tenpfad, der eine lokale Datenleitung LIOF und eine globale 
Datenleitung GIOF beinhaltet, in Abhangigkeit von der Ak- 
tivitat des Spaltenauswahlsignals. Im DDR-Modus wahlt 
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dcr Kcrnbcrcich 101 die Spaltcnauswahlsignalc CSLF und 
CSLS aus. AuBerdem wird in deiselben Weise wie im SDR- 
Modus das Spaltenauswahlsignal CSLF zur Eingabe und 
Ausgabe von Daten ausgewahlt. Daten werden in Abhangig- 
keit vom Spaltenauswahlsignal CSLS iiber einen Datenpfad, 5 
dcr cine lokalc Datcnlcitung LIOS und einc globalc Daten- 
leitung GIOS beinhaltet, eingegeben und ausgegeben. Im 
DDR-Modus werden daher zwei Dateneinheiten gleichzei- 
tig eingegeben und ausgegeben. 

Die Ubertragungsstufe 103 steuert die Dateniibertragung 10 
zwischen dem Kembereich 101 und der ersten und zweiten 
Datenieitung DIOF, DIOS in Abhangigkeit von der Spalten- 
adresse CAi. Im SDR-Ausgabemodus ubertragt die tibertra- 
gungsstufe 103 Daten von GIOF zur ersten Datenieitung 
DIOF iiber einen Ausgabeiibertragungsschaltkreis 107. Im 15 
SDR-£ingabemodus ubertragt die Obertragungsstufe 103 
Daten von dcr ersten Datenieitung DIOF iiber einen Einga- 
betreiber 111, um ubertragene Daten in eine Speicherzelle 
des Kernbereichs 101 einzuspeichem. Irn DDR-Ausgabe- 
modus iibertragt die Ubertragungsstufe 103 die Daten von 20 
GIOF zur ersten Datenieitung DIOF iiber den ersten Ausga- 
bciibcrtragungsschaltkreis 107 ebenso wie im SDR-Ausga- 
bemodus. Im DDR-Ausgabemodus iibertragt zudem die 
Ubertragungsstufe 103 die Daten von GIOS auf die zweite 
Datenieitung DIOS iiber einen Ausgabeiibcrtragungsschalt- 25 
kreis 109. 

Im DDR-Eingabemodus iibertragt die tJbertragungsstufe 
103 Daten von der ersten Datenieitung DIOF nach GIOF 
iiber den ersten Eingabetreiber 111, um die iibertragenen 
Daten in eine Speicherzelle des Kernbereichs 101 einzuspei- 30 
chem. Im DDR-Eingabemodus iibertragt auBerdem die 
Ubertragungsstufe 103 Daten der zweiten Datenieitung 
DIOS nach GIOS iiber einen zweiten Eingabeureibcr 113, 
um die iibertragenen Daten in einer Speicherzelle des Kern- 
bereichs 101 zu speichem. Im DDR-Ausgabemodus Urans- 35 
formiert die Eingabe- und Ausgabesteuereinheit 105 die Da- 
ten der ersten und der zweiten Datenieitung DIOF, DIOS in 
serielle Daten, um die iibertragenen Daten nach auBen wei- 
terzuleiten. Im DDR-Eingabemodus iibertragt die Eingabe- 
und Ausgabesteuereinheit 105 seriell von auBen empfan- 40 
gene Daten zur ersten und zweiten Datenieitung DIOF und 
DIOS. 

In Fig. 2 ist der Aufbau eines PSDR-Generators zur Er- 
zeugung des Modusauswahlsignals PSDR gezeigt. Dieser 
Modusauswahlsignalgenerator enth^t einen MOS-lVansi- 45 
stor 201 und einc Schmelzsicherung 203. Der MOS-Transi- 
stor 201 ist ein NMOS -Transistor, der eine an eine Masse- 
spannung VSS angeschlossene Source-Elektrode besitzt. An 
eine Gate-Elektrodc des MOS-Transistors 201 ist eine Ver- 
sorgungsspannung VCC angelegt, um den MOS-Transistor 50 
201 lei tend zu schalten. Ein erster AnschluB der Schmelzsi- 
cherung 203 ist an die Versorgungsspannung VCC ange- 
schlossen, und der zweite AnschluB ist an eine Drain-Elek- 
Urodc des MOS-Transistors 201 angcschlossen, an welcher 
das Modusauswahlsignal PSDR abgegriffen wird. Wenn die 55 
Schmelzsicherung 203, die von auBen durchtrennt werden 
kann, nicht durchtrennt ist, geht PSDR auf hohen Pegel, wo- 
durch der SDR-Modus ausgewahlt wird. Wenn die Schmelz- 
sicherung 203 durchtrennt wird, liegt PSDR auf niedrigem 
Pegel, wodurch der DDR-Modus ausgewahlt wird. Die ge- 60 
zeigte Modusauswahlsignalstufe besteht somit aus einem 
NMOS-Transistor und cincr Schmelzsicherung, sie kann jc- 
doch altemativ auch aus einem PMOS-Transistor und einer 
Schmelzsicherung bestehen. 

Der Kembereich 101 von Fig. 1 beinhaltet einen Spalten- 65 
decoderblock 115. Im SDR-Modus wahlt der Spaltendeco- 
derblock 115 Spalten des Halbleiterspeicherbauelemenles, 
speziell von dessen Speicherzellenfeldern, in Abhangigkeit 
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einer Gruppc von Spaltenadressen aus, wclchc die Spalten- 
adresse CAi umfassen. Im DDR-Modus wahlt der Spalten- 
decoderblock 115 die Spalten des Halbleiterspeicherbauele- 
mentes in Abhangigkeit von der Gruppe der Spaltenadres- 
sen ausgenommen der Spaltenadresse CAi aus. 

Fig. 3 zeigt den Schaltungsaufbau eines Spaltendecoders 
300, wie er im Spaltendecoderblock 115 verwendbar ist Der 
Spaltendecoder 300 beinhaltet eine Antwortstufe 301 fiir 
cine vorgegebene Spaltenadresse sowie einc Spaltenaus- 
wahlstufe 303. Im SDR-Modus, d, h: wenn PSDR auf ho- 
hem Pegel liegt, reagiert die Antwortstufe 301 fiir die vorbe- 
stimmte Spaltenadresse auf einen ersten Logikzustand der 
Spaltenadresse CAi. Wenn die Spaltenadresse CAi auf nied- 
rigem Pegel liegt, wird ein Signal eines Ausgangsanschlus- 
ses N302 auf hohen Pegel aktiviert. Im DDR-Modus, d. h. 
wenn PSDR auf niedrigem Pegel liegt, reagiert die Antwort- 
stufe 301 fUr die vorgegebene Spaltenadresse nicht auf die 
Spaltenadresse CAi. Das Signal am AusgangsanschluB 
K302 befindet sich daher unabhangig vom Logikzustand der 
Spaltenadresse CAi auf hohem Pegel. Die Spaltenauswahl- 
stufe 303 erzeugt in Abhangigkeit vom Ausgangssignal 
N302 der Antwortstufe 301 fiir die vorgegebene Spalten- 
adresse sowie von Spaltenadressen CAj, CAk und CAI das 
Spaltenauswahlsignal CSLF zur entsprechenden Spalten- 
auswahl des Halbleiterspcicherbauelementes. Wenn das 
Ausgangssignal N302 der Antwortstufe 301 fiir die vorge- 
gebene Spaltenadresse auf hohem Pegel liegt und die Spal- 
tenadressen CAj, CAk sowie CAI ebenfalls auf hohem Pegel 
liegen, geht das Spaltenauswahlsignal CSLF auf hohen Pe- 
gel, so daB eine Spaltc ausgewahlt wird. 

Fig. 4 zeigt den Schaltungsaufbau eines weiteren, im 
Spaltendecoderblock 115 benutzbaren Spaltendecoders 400, 
dessen Struktur analog derjenigcn des Spaltendecoders 300 
ist. Im SDR-Modus liegt der Ausgang einer Antwortstufe 
401 fiir die vorgegebene Spaltenadresse auf hohem Pegel, 
wenn die Spaltenadresse CAi auf hohem Pegel liegt. Der 
Spaltendecoder 400 gibt das Ausgangssignal CSLS ab, mit 
dem eine Spalte des zweiten SpeicherzcUenfeldes 119 aus- 
gewahlt wird. 

Die Ubertragungsstufe 103 von Fig. I beinhaltet den er- 
sten und zweiten Ausgabeiibertragungsschaltkreis 107, 109 
sowie den ersten und zweiten EingabeUieiber 111, 113. Im 
SDR-Modus ubertragt der erste Ausgabeiibertragungs- 
schaltkreis 107 Daten von GIOF auf die erste Datenieitung 
DIOF in Abhangigkeit vom ersten Logikzustand von CAi, 
der hierbei auf niedrigem Pegel liegt, Im DDR-Modus iiber- 
tragt der erste Ausgabeiibertragungsschaltkreis 107 die Da- 
ten von GIOF nach DIOF in Abhangigkeit vom ersten Lo- 
gikzustand von CAi und nach DIOS in Abhangigkeit von ei- 
nem zweiten Logikzustand. Der zweite Logikzustand von 
CAi liegt hierbei auf hohem Pegel. 

Im SDR-Modus ubertragt der zweite Ausgabeubertra- 
gungsschaltkreis 109 die Daten von GIOS nach DIOF in Re- 
aktion auf den zweiten Logikzustand von CAi. Im DDR- 
Modus iibertragt der zweite Ausgabeiibertragungsschalt- 
kreis 109 die Daten von GIOS nach DIOF in Reaktion auf 
den zweiten Logikzustand von CAi sowie nach DIOS in Re- 
aktion auf den ersten Logikzustand. 

Im SDR-Modus oder im DDR-Modus ubertragt der erste 
Eingabetreiber 111 die Daten von DIOF nach GIOF in Reak- 
tion auf den ersten Logikzustand von CAi sowie nach GIOS 
in Rcakdon auf den zweiten Logikzustand. Im DDR-Modus 
iibertragt der zweite Eingabetreiber 113 die Daten von DIOS 
nach GIOF in Reaktion auf den zweiten Logikzustand von 
CAi sowie nach GIOS in Reaktion auf den ersten Logikzu- 
stand von CAi. Im SDR-Modus iibertragt der zweite Einga- 
beUreiber 113 keine Daten. 

Fig. 5 zeigt den Schaltungsaufbau des ersten Ausgabe- 
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ubcrtragungsschaltkrciscs 107. £r beinhaltct cincn Normal- 
iibertragungsteil 501 und einen Auswahltibertragungsteil 
503. Der Normalubolragungsleil 501 ubertragt die Daten 
von GIOF nach DIOF in Reaktion auf den Zustand niedri- 
gen Pegels von CAi. Wenn das Inverse /CAi von CAi auf 5 
hohcm Pegel licgt, gelangt somit ein verzogcrtcs Signal 
/CADi von /CAi auf hohen Pegel. Wenn nun GIOF auf ho- 
hem Pegel liegt, wird ein PMOS-lVansistor 509 leitend ge- 
schaltet, so daB das Signal DIOF auf hohen Pegel gelangt. 
Wenn GIOF auf niedrigem Pegel liegt, ist ein NMOS-Tran- lO 
sistor 511 leitend geschaltet, so daB DIOF auf niedrigen Pe- 
gel gehl. Der Auswahlubertragungsteil 503 ubertragt im 
DDR-Modus die Daten von GIOF nach DIOS in Reaktion 
auf den hohen Pegel von CAi. Wenn CAi auf hohen Pegel 
geht, geht namiich ein verzogertes Signal CADi von CAi 15 
auf hohen Pegel. Wenn nun GIOF auf hohem Pegel liegt, ist 
ein PMOS-Transistor 513 leitend geschaltet, so daB DIOS 
auf hohen Pegel gelangt. Wenn GIOF auf niedrigem Pegel 
liegt, ist ein NMOS-IVansistor 515 im SDR-Modus sperrend 
geschaltet. Wenn demgemaB PSDR auf hohem und CAi auf 20 
niedrigem Pegel liegen, werden die Daten von GIOF zur er- 
stcn Datenleimng DIOF uberUragen. Wenn PSDR und CAi 
auf niedrigem Pegel liegen, werden die Daten von GIOF zur 
zweiten Datenleitung DIOS ubertragen. Der Auswahluber- 
tragungsteil 503 beinhaltet einen Modusauswahlteil 505 und 25 
einen Auswahldateniibertragungsteil 507. Der Modusaus- 
wahlteil 505 empfangt PSDR und CADi. Im SDR-Modus, 
d. h. wenn PSDR den niedrigen und CAi den hohen Pegel 
einnehmen, wird ein Ausgangssignai N506 des Modusaus- 
wahlteils 505 auf hohen Pegel aktiviert. Wenn das Aus- 30 
gangssignal N506 des Modusauswahlteils 505 auf hohen 
Pegel aktiviert ist, ubertragt der Auswahldateniibertragungs- 
teil 507 die Daten von GIOF zur zweiten Datenleitung 
DIOS. 

Fig» 6 zeigt den Schaltungsaufbau des zweiten Ausgabe- 35 
iibertragungsschaltkreises 109. Dieser beinhaltet einen Nor- 
malubertragungsteil 601 und einen Auswahlubertragungs- 
teil 603. Der Normalubertragungsteil 601 iibcrtragt die Da- 
ten von GTOS nach DIOF in Reaktion auf den hohen Pegel 
von CAi. Wenn CAi auf hohen Pegel geht, geht namiich 40 
CADi auf hohen Pegel, wodurch ein PMOS-Transistor 609 
leitend geschaltet wird, so daB DIOF auf hohen Pegel geht. 
Wenn GIOS auf niedrigem Pegel liegt, wird ein NMOS- 
Transistor 611 leitend geschaltet, so daB DIOF auf niedrigen 
Pegel gelangt. Der Auswahltibertragungsteil 603 uberti^gt 4S 
im DDR-Modus die Daten von GIOS nach DIOS in Reak- 
tion auf den niedrigen Pegel von CAi, d. h. CADi liegt auf 
hohem Pegel, wenn /CAi auf hohem Pegel liegt. Wenn hier- 
bei GIOS auf hohem Pegel liegt, ist ein PMOS-Transistor 
613 leitend geschaltet, so daB DIOS auf hohem Pegel liegt. 50 
Wenn GIOS auf niedrigem Pegel liegt, ist ein NMOS-IVan- 
sistor 615 leitend geschaltet, so daB DIOS auf niedrigen Pe- 
gel geht. Im SDR-Modus ubertragt der Auswahlubertra- 
gungsteil 603 keinc Daten. Wenn demgemaB PSDR und 
CAi auf hohem Pegel liegen, werden die Daten von GIOS 55 
auf die erste Datenleitung DIOF ubertragen. Wenn PSDR 
auf niedrigem und CAi auf hohem Pegel liegen, werden die 
Daten von GIOS auf die erste Datenleitung DIOF ubertra- 
gen. Der Auswahltibertragungsteil 603 enlhalt einen Mo- 
dusauswahlteil 605 und einen Auswahldatenubertragungs- CO 
teil 607. Der Modusauswahlteil 605 empfangt PSDR und 
/CADi. Im SDR-Modus, d. h. wenn PSDR auf niedrigem 
und /CAi auf hohem Pegel liegen, ist ein Ausgangssignai 
N606 des Modusauswahlteils 605 auf hohem Pegel akti- 
viert. Wenn das Ausgangssignai N606 des Modusauswahl- 65 
teils 605 auf hohem Pegel aktiviert ist, ubertragt der Aus- 
wahldatenubertragungsteil 607 die Daten von GIOS zur 
zweiten Datenleitung DIOS. 



Fig. 7 zeigt den Schaltungsaufbau des crstcn EingabcU^i- 
bers 111. Dieser beinhaltet einen ersten Eingabeteil 701 und 
einen zweiten Eingabeteil 703. Der erste Eingabeteil 701 
ubertragt die Daten von DIOF nach GIOF in Reaktion auf 
den ersten Logikzustand von CAi. Wenn /CAi und DIOF auf 
hohem Pegel liegen, ist namiich ein PMOS-Transistor 705 
leitend geschaltet, so daB GIOF auf hohem Pegel liegt. 
Wenn /CAi auf hohem und DIOF auf niedrigem Pegel lie- 
gen, ist ein NMOS-Transistor 707 leitend geschaltet, so daB 
GIOF auf niedrigem Pegel liegt. Der zweite Eingabeteil 703 
ubertragt die Daten von DIOF nach GIOS in Reaktion auf 
den zweiten Logikzustand von CAi. Wenn namiich CAi und 
DIOF auf hohem Pegel liegen, ist ein PMOS-Transistor 709 
leitend geschaltet, so daB GIOS auf hohem Pegel liegt. 
Wenn CAi auf hohem und DIOF auf niedrigem Pegel liegen, 
ist ein NMOS-lVansistor 711 leitend geschaltet, so daB 
GIOS auf niedrigem Pegel liegt. 

Fig. 8 zeigt den Schaltungsaufbau des zweiten Eingabe- 
Ureibers 113. Dieser beinhaltet einen ersten Eingabeteil 801 
und einen zweiten Eingabeteil 803. Der erste Eingabeteil 
801 ubertragt die Daten von DIOS nach GIOF in Reaktion 
auf den zweiten Logikzustand von CAi im DDR-Modus, 
wahrend er im SDR-Modus die Daten von DIOS nicht uber- 
tragt, Der erste Eingabeteil 801 beinhaltet eine erste Steuer- 
einheit 805 und einen ersten Dateniibertragungsteil 807. Im 
DDR-Modus, wenn CAi auf hohem Pegel liegt, geht ein 
Ausgangssignai N806 der ersten Steuereinheit 805 auf ho- 
hen Pegel. Wenn das Ausgangssignai N806 der ersten Steu- 
ereinheit 805 auf hohen Pegel aktiviert ist, ubertragt der er- 
ste Datcnubcrtragungstcil 807 die Daten von DIOS nach 
GIOF. Wenn namiich PSDR auf niedrigem und CAi sowie 
DIOS auf hohem Pegel liegen, wird ein PMOS-Ttansistor 
809 leitend geschaltet, so daB GIOF auf hohen Pegel ge- 
langt. Wenn PSDR auf niedrigem, CAi auf hohem und 
DIOS auf niedrigem Pegel liegen, wird ein NMOS-IVansi- 
stor 811 leitend geschaltet, so daB GIOF auf niedrigen Pegel 
gelangt. 

Der zweite Eingabeteil 803 ubertragt die Daten von DIOS 
nach GIOS in Reaktion auf den ersten logikzustand von 
CAi im DDR-Modus, wahrend er im SDR-Modus die Daten 
von DIOS nicht ubertragt. Der zweite Eingabeteil 803 bein- 
haltet eine zweite Steuereinheit 813 und einen zweiten Da- 
tenubertragungsteil 815. Wenn /CAi auf hohen Pegel ge- 
langt, geht ein Ausgangssignai N814 der zweiten Steuerein- 
heit 813 auf hohen Pegel. Wenn das Ausgangssignai N814 
der zweiten Steuereinheit 813 auf hohem Pegel aktiviert ist, 
ubertragt der zweite Dateniibeitragungsteil 815 die Daten 
von DIOS nach GIOS. Wenn namiich PSDR auf niedrigem 
sowie /CAi und DIOS auf hohcm Pegel liegen, wird ein 
PMOS-Transistor 817 leitend geschaltet, so daB GIOS auf 
hohen Pegel gelangt. Wenn PSDR auf niedrigem, /CAi auf 
hohem und DIOS auf niedrigem Pegel liegen, wird ein 
NMOS-Transistor 819 leitend geschaltet, so daB GIOS auf 
niedrigen Pegel gelangt. Wenn PSDR auf hohem Pegel liegt, 
sind die PMOS-Transistoren 809 und 817 sowie die NMOS- 
Transistoren 811 und 819 sperrend geschaltet, so daB die 
Daten von DIOS nicht nach GIOF oder GIOS ubertragen 
werden. 

Die Eingabe- und Ausgabesteueieinheit 105 beinhaltet 
gemaB Fig. 1 einen Ausgabemultiplexer 121 und einen Ein- 
gabemultiplexer 123. Im SDR-Modus synchronisiert der 
Ausgabemultiplexer 121 Daten von DIOF mit einem exter- 
nen Takl CLK zwecks extemer Daten ausgabe. Im DDR- 
Modus gibt der Ausgabemultiplexer 121 Daten von DIOF 
und DIOS seriell gemaB steigenden und fallenden Flanken 
des extemen Taktes CLK ab. Im SDR-Modus ubertragt der 
EingabemuUiplexer 123 von auBen empfangene Daten auf 
DIOF unter Synchronisation mit dem extemen Takt CLK, 
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wobci er von auBcn cmpfangenc crslc und zweitc Eingabc- 
daten in Reaktion auf die steigenden und faiienden Hanken 
des extemen Tkkles CLK nach DIOF bzw. DIOS weiterlei- 
tet. 

Fig. 9 zeigt den Schaltungsaufbau des Ausgabemultiple- 5 
xers 121, der cinen Nomialausgabemultiplcxer 901 und ei- 
nen Auswahlausgabemultiplexer 903 beinhaitet. Der Nor- 
malausgabemultiplexer 901 enthalt einen Steuersignaigene- 
rator 907 und cin Transmissionsgatler 909. Wenn PSDR auf 
hohem Pegel liegt, geht ein Ausgangssignai N908 des Steu- lo 
ersignalgenerators 907 im SDR-Modus in Synchronisation 
mil Q.KDQ auf niedrigen Pegel. Tm SDR-Modus ist das Si- 
gnal CLKDQ mit dem extemen Takt CLK synchronisiert. 
Im DDR-Modus, d. h. bei niedrigem Pegel von PSDR, geht 
das Ausgangssignai N908 des Steuersignalgenerators 907 in is 
Synchronisation mit CLKDQF auf niedrigen Pegel. Im 
DDR-Modus ist das Signal CLKDQF mit den steigenden 
Hanken des extemen Taktes CLK synchronisiert. Das 
Transmissionsgatter 909 ubertragt die Daten von DIOF, 
wenn das Ausgangssignai N908 des Steuersignalgenerators 20 
907 auf niedrigem Pegel liegt. Die Daten von DIOF werden 
im SDR-Modus mit dem externen Takt CLK und im DDR- 
Modus mit den steigenden Flanken des extemen Taktes 
CLK synchronisiert und an eine exteme Datenleitung DOI 
weitergeleitet. 25 

Der Auswahlausgabemultiplexer 903 beinhaitet einen 
Steuersignalgenerator 911 und ein Transmissionsgatter 913. 
Im DDR-Modus, d. h. bei niedrigem Pegel von PSDR, geht 
ein Ausgangssignai N912 des Steuersignalgenerators 911 in 
Reaktion auf CLKDQS auf niedrigen Pegel. Das Signal 30 
CLKDQS ist im DDR-Modus mit den faiienden Flanken des 
extemen Taktes OLK synchronisiert. Das TYansmissionsgat- 
ter 913 leitei die Daten von DIOS wciter, wenn sich das 
Ausgangssignai N912 des Steuersignalgenerators 911 auf 
niedrigem Pegel befindet. Im DDR-Modus werden die Da- 35 
ten von DIOS mit den faiienden Flanken des extemen Tak- 
tes CLK synchronisiert und an eine exteme Datenleitung 
DOI weitergeleitet, Der Pegel eines gemeinsamen Aus- 
gangsanschlusses N910 des Normalausgabemultiplexers 
901 und des Auswahlausgabemultiplexers 903 wird an DOI 40 
iibcr cinen Puffer 905 abgegeben. 

Fig. 10 zeigt den Schaltungsaufbau des Eingabemultiple- 
xers 123, der einen ersten Ubertragungsteil 1001 und einen 
zweiten Ubertragungsteil 1003 beinhaitet Der erste Uber- 
Uragimgsteil 1001 Qbertragt Daten einer extemen Eingabeda- 4S 
tenleitung DI auf DIOF, wenn sich PSDR auf hohem Pegel 
befindet und PCLK auf hohem Pegel aktiviert ist. Im SDR- 
Modus ist das Signal PCLK mit dem extemen T^ct CLK 
synchronisiert. Der zweitc Ubertragungsteil 1003 beinhaitet 
einen Ubertragungszwischenspeicher 1005 und einen Aus- 50 
gabeubertragungsteil 1007. Der tTbertragungszwischenspei- 
cher 1005 pufTert die Daten der Eingabedatenleitung DT 
und gibt diese ab, wenn PSDR auf niedrigem Pegel liegt und 
CLKDIF auf hohem Pegel aktiviert isL Im DDR-Modus ist 
das Signal (XKDIF mit den steigenden Flanken des exto:- 55 
nen Taktes CLK synchronisiert. Der Ausgabeiibertragungs- 
teil 1007 gibt ein Ausgangssignai N1006 des Ubertragungs- 
zwischenspeicherteils 1005 an DIOF ab, wenn sich PSDR 
auf niedrigem Pegel befindet und CLKDIS auf hohem Pegel 
aktiviert ist. Hieitei werden die Daten von DT an DIOS ab- 60 
gegeben. Im DDR-Modus ist das Signal CLKDIS mit den 
faiienden Flanken des extemen Taktes CLK synchronisiert. 
DemgemaB werden im DDR-Modus iiber DI empfangene, 
erste Eingabedaten nach DIOF weitergeleitet, wahrend 
durch DIOS zweite Eingabedaten empfangen werden. Tm 65 
SDR-Modus werden uber DIOF Eingabedaten empfangen. 

Nachfolgend wird anhand der Zeitsteuemngsdiagramme 
der Fig. 11 bis 14 auf den Eingabe- und Ausgabebetrieb im 
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SDR- und DDR-Modus eingegangen. 

CjemaB Fig. 11 werden CLKDQF und CLKDQS syn- 
chron mil dem extemen 1\ikt CLK eraeugt. Die zwei Spal- 
tenauswahlleitungen CSLF und CSLS werden unabhangig 
vom Logikzustand der spezifischen Spaltenadresse CAi ak- 
tiviert. Von CSLF und CSLS ausgcwahltc Daten werden 
iiber GIOF und GIOS auf DIOF und DIOS ubertragen. Au- 
Berdem werden die Daten von DIOF in Abhangigkeit von 
CLKDQF an DOI abgegeben, und die Daten von DIOS wer- 
den in Abhangigkeit von CLKDQS an DOI abgegeben. 

GemaB Fig. 12 werden CLKDIF und CLKDIS synchron 
mit dem extemen Takt CLK erzeugt. Die zwei Spaltenaus- 
wahlleitungen CSLF und CSLS werden unabhangig vom 
Logikzustand der speziellen Spaltenadresse CAi aktiviert. 
AuBerdem werden die seriell empfangenen Daten von DI in 
Reaktion auf CLKDIF nach DIOF und in Abhangigkeit von 
CLKDTS nach DIOS weitergeleitet. Die Daten von DIOF 
werden von einer Speicherzelle einer durch CSLF ausge- 
wahlten Spalte empfangen. Die Dalen von DIOS werden 
von einer Speicherzelle einer durch CSLS ausgewShlten 
Spalte empfangen. 

GemaB Fig. 13 wird CLKDQ synchron mit dem extemen 
Takt CLK erzeugt. Die Spaltenauswahlleitung CSLF wird 
fiir eine Halfte der gezeigten Taktperiode aktiviert. Von 
CSLF ausgewahlte Daten werden uber GIOF nach DIOF 
weitergeleitet. AuBerdem werden die Daten von DIOF in 
Abhangigkeit von CLKDQ nach DIO abgegeben. 

GemaB Fig. 14 wird PCLK synchron mit dem extemen 
Takt CLK erzeugt. Die Spaltenauswahlleitung CSLF wird 
fiir eine Taktperiode aktiviert. Die empfangenen Daten von 
DI werden in Abhangigkeit von PCLK nach DIOF weiterge- 
leitet. Die Daten von DIOF werden von einer Speicherzelle 
einer durch CSLF ausgewahlten Spalte empfangen. 

Wie aus der obigen Beschreibung bevorzugter Realisie- 
mngen ersichtlich, ist das erfindungsgemaBe Halbleiterspei- 
cherbauelement in der Lage, in einem Einzeldatenraten-Mo- 
dus (SDR-Modus) oder Doppeldatenraten-Modus (DDR- 
Modus) zu arbeiten, was die Produktivitat erhoht und die 
Produktionskosten verringert. 

Patcntanspriiche 

1. Halbleiterspeicherfoauelement mit einer Mehrzahl 
von zeilen- und spaltengegliederten, synchron mit ei- 
nem extemen Takt angesteuerten Speicherzellenfel- 
dem, gekennzeidinet durch 

- einen Kembereich (101) zur Eingabe und Aus- 
gabe von Daten in die und aus den Speicherzellen- 
feldem (117, 119) gcmaB einer Gruppe von Spal- 
tenadressen in einem Einzeldatenraten(SDR)-Mo- 
dus sowie zur Eingabe und Ausgabe erster Daten 
und zweiter Daten in die bzw. aus den Speicher- 
zellenfeldem gemaB der Gruppe von Spalten- 
adrcssen mit Ausnahme einer vorgegebenen Spal- 
tenadresse (CAi) in einem Doppeldatenraten 
(DDR)-Modus, 

- erste und zweite Datenleitungen (DIOF, DIOS) 
zum Ausgeben und Empfangen von Daten nach 
bzw. von aufien, 

- eine Ubertragungsstufe (103) zur Steuemng der 
Obertragung von Daten zwischen dem Kembe- 
reich (101) und der ersten und zwciten Datenlei- 
tung in Abhangigkeit von der vorgegebenen Spal- 
tenadresse (CAi) und 

- eine Eingabe- und Ausgabesteuereinheit (105), 
die im DDR-Modus in Reaktion auf steigende und 
fallende Flanken des externen Taktsignals Daten 
der ersten und der zweiten Datenleitung in serielle 
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Datcn transformicrt und die seriellcn Daten nach 
au6en abgibt sowie serieli von auBen empfangene 
Daten an die erste und die zweite Datenldtung 
weiterieitet. 

2. Halbleiterspeicherbauelement nach Anspruch 1, 5 

welter dadurch gekennzeichnet, daS der Kembereich 
(101) einen Spaltendecoder (115) zum Auswahlen ei- 
ner Spalte des Halbleiterspeicherbauelementes in Ab- 
hangigkeit ciner aus der Gruppe der Spaltenadressen 
einschlieBlich der vorgegebenen Spaltenadresse (CAi) lO 
ausgewahlten Spaltenadresse im Einzeldatenraten-Mo- 
dus sowie in Abhangigkeit einer aus der Gruppe der 
Spaltenadressen einschlieBlich der vorgegebenen Spal- 
tenadresse. 

3. Halbleiterspeicherbauelement nach Anspruch 2, 15 
welter dadurch gekennzeichnet, daB der Spaltendeco- 
der folgcndc Elcmentc bcinhaltct: 

- einen Antwortteil (301) fOr eine vorgegebene 
Adresse, der im SDR-Modus auf die vorgegebene 
Spaltenadresse (CAi) antwortet und im DDR-Mo- 20 
dus nicht auf die vorgegebene Spaltenadresse ant- 
wortet, und 

- einen Spaitenauswahlteil (303, 403) zur Erzeu- 
gung eines Spaltenauswahbignals (CSLF, CSLS) 

in Abhangigkeit vom Ausgangssignal des Ant- 25 
wortieils (301, 401) fur die vorgegebene Adresse 
und einer Spaltenadresse der Gruppe (CAj, CAk, 
CAI) von Spaltenadressen mit Ausnahme der vor- 
gegebenen Spaltenadresse. 

4. Halbleiterspeicherbauelement nach cinem der An- 30 
spniche 1 bis 3, welter dadurch gekennzeichnet, daB 
die Obertragungsstufe (103) folgende Elemente bein- 
haltct: 

- einen ersten Ausgabeiibertragungsschaltkreis 
(107) zur Ubertragung der ersten Daten des Kern- 35 
bereichs (101) in Abhangigkeit von einem ersten 
Logikzustand der vorgegebenen Spaltenadresse 
(CAi) im SDR-Modus sowie der ersten Daten des 
Kembereichs zur ersten Datenleitung (DTOF) in 
Abhangigkeit vom ersten Logikzustand der vor- 40 
gegebcnen Spaltenadresse und zur zweiten Daten- 
leitung (DIOS) in Abhangigkeit von einem zwei- 
ten Logikzustand der vorgegebenen Spalten- 
adresse im DDR-Modus, 

- einen zweiten Ausgabeiibertragungsschaltkieis 45 
(109) zur Dbertragung der zweiten Daten des 
Kembereichs (101) in Abhangigkeit vom zweiten 
Logikzustand der vorgegebenen Spaltenadresse 
im SDR-Modus sowie der zweiten Daten des 
Kembereichs zur zweiten Datenleitung in Abhan- 50 
gigkeit vom ersten Logikzustand der vorgegebe- 
nen Spaltenadresse und zur ersten Datenleitung in 
Abhangigkeit vom zweiten Logikzustand der vor- 
gegebenen Spaltenadresse im DDR-Modus, 

- einen ersten Eingabetreiber (111) zur Ubertra- 55 
gung der Daten von der ersten Datenleitung 
(DIOF) zu einer ersten globalen Datenleitung 
(GIOF) in Abhangigkeit vom ersten Logikzustand 
der vorgegebenen Spaltenadresse und zu einer 
zweiten globalen Datenleitung (GIOS) in Abhan- 60 
gigkeit vom zweiten Logikzustand der vorgegebe- 
nen Spaltenadresse sowohl im SDR- als auch im 
DDR-Modus und 

- einen zweiten Eingabetreiber (113) zur Uber- 
tragung der Daten der zweiten Datenleitung 65 
(DIOS) zur ersten globalen Datenleitung ((ilOF) 

in Abhangigkeit vom zweiten Logikzustand der 
vorgegebenen Spaltenadresse und zur zweiten 
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globalen Datenleitung (GIOS) in Abhangigkeit 
vom ersten Logikzustand der vorgegebenen Spal- 
tenadresse im DDR-Modus, wahrend er im SDR- 
Modus keine Daten iibertrSgt. 

5. Halbleiterspeicherbauelement nach Anspruch 4, 
wcitcr dadurch gekennzeichnet, daB der erste Ausgabe- 
iibertragungsschaltkreis (107) folgende Elemente ent- 
hait: 

- einen Normalubertragungsteil (501) zur Uber- 
tragung der ersten Daten des Kembereichs (101) 
zur ersten Datenleitung (DIOF) in Abhangigkeit 
vom ersten Logikzustand der voi^egebenen Spal- 
tenadresse (CAi) und 

- einen Auswahlubertragungsteil (503) zur tJber- 
tragung der ersten Daten des Kembereichs in Ab- 
hangigkeit vom zweiten Logikzustand der vorge- 
gebenen Spaltenadresse im DDR-Modus, wah- 
rend er die ersten Daten im SDR-Modus nicht 
ubeitragt. 

6. Halbleiterspeicherbauelement nach Ansprach 4 
Oder 5, weiter dadurch gekennzeichnet, daB der zweite 
Ausgabeiibertragungsschaltkreis (109) folgende Ele- 
mente enthait: 

- einen Normalubertragungsteil (601) zur tJber- 
tragung der zweiten Daten des Kembereichs (101) 
zur ersten Datenleitung (DIOF) in Abhangigkeit 
vom zweiten Logikzustand der vorgegebenen 
Spaltenadresse (CAi) und 

- einen Auswahlubertragungsteil (603) zur Uber- 
tragung der zweiten Daten des Kembereichs zur 
zweiten Datenleinmg (DIOS) in Abhangigkeit 
vom ersten Logikzustand der voigegebenen Spal- 
tenadresse im DDR-Modus, wahrend cr die zwei- 
ten Daten im SDR-Modus nicht Ubertragi. 

7. Halbleiterspeicherbauelement nach einem der An- 
spriiche 4 bis 6, weiter dadurch gekennzeichnet, daB 
der erste Eingabetreiber folgende Elemente enthait: 

- einen ersten Eingabeteil (701) zur Ubertragung 
von Daten der ersten Datenleitung (DIOF) zur er- 
sten globalen Datenleitung (GIOF) in Abhangig- 
keit vom ersten Logikzustand der vorgegebenen 
Spaltenadresse (CAi) und 

- einen zweiten Eingabeteil (703) zur Ubertra- 
gung von Daten der ersten Datenleitung auf die 
zweite globale Datenleitung (GIOS) in Abhangig- 
keit vom zweiten Logikzustand der voigegebenen 
Spaltenadresse. 

8. Halbleiterspeicherbauelement nach einem der An- 
spriiche 4 bis 7, weiter dadurch gekennzeichnet, daB 
der zweite Eingabetreiber (113) folgende Elemente ent- 
hait: 

- einen ersten Eingabeteil (801) zur Ubertragung 
von Daten der zweiten Datenleitung (DIOS) zur 
ersten globalen Datenleitung (GIOF) in Abhan- 
gigkeit vom zweiten Logikzustand der vorgegebe- 
nen Spaltenadresse (CAi) im DDR-Modus, wah- 
rend er die Daten der zweiten Datenleitung im 
SDR-Modus nicht ubertragt, und 

- einen zweiten Eingabeteil (803) zur tJbertra- 
gung von Daten der zweiten Datenleitung (DIOS) 
zur zweiten globalen Datenleitung (GIOS) in Ab- 
hangigkeit vom ersten Logikzustand der voigege- 
benen Spaltenadresse (CAi) im DDR-Modus, 
wahrend im SDR-Modus die Daten der zweiten 
Datenleitung nicht ubertragt. 

9. Halbleiterspeicherbauelement nach einem der An- 
spriiche 1 bis 8, weiter dadurch gekennzeichnet, daB 
die Eingabe- und Ausgabesteuereinheit (105) folgende 
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Elcmenlc enthalt: 

- einen Ausgabemultiplexer (121) zum Ausge- 
ben der Daten der ersten Datenleitung (DIOF) 
nach auBen synchron mit dem extemen Takt im 
SDR-Modus sowic zum seriellen Ausgeben der 5 
Daten der ersten und der zweiten Datenleitung 
(DIOF, DIOS) in Abhangigkeit von steigenden 
und fallenden Flanken des extemen l^ktes im 
DDR-Modus und 

- einen Eingabemuliiplexer (123) zur Ubertra- lO 
gung extemer Daten zur ersten Datenleitung 
(DIOF) synchron mit dem extemen Takt im SDR- 
Modus sowie zur Ubertragung extemer erster und 
zweiter Eingabedaten zur ersten und zweiten Da- 
tenleitung in Abhangigkeit von steigenden und is 
fallenden Flanken des extemen Taktes im DDR- 
Modus. 

10. Halbleiterspeicherbauelement nach Anspmch 9, 
weiter dadurch gekennzeichnet, dafi der Ausgabemulti- 
plexer (121) folgende Elemente enthalt: 20 

- einen Normalausgabemultiplexer (901) zur 
Ausgabe von Daten der ersten Datenleitung 
(DIOF) in Abhangigkeit von den steigenden Flan- 
ken des extemen Taktes sowohl im Einzel- als 
auch im Doppeldatenraten-Modus und 25 

- einen Auswahlausgabemultiplexer (903) zur 
Ausgabe von Daten der zweiten Datenleitung 
(DIOS) in Abhangigkeit von den fallenden Flan- 
ken des extemen Taktes im Doppeldatenraten- 
Modus. 30 

11. Halbleiterspeicherbauelement nach Anspmch 9 
Oder 10, weiter dadurch gekennzeichnet, daB der Ein- 
gabemuliiplexer (123) folgende Elemente enthalt: 

- einen ersten t)bertragungsteil (1001) zur t)ber- 
tragung von Daten, die von auBen empfangen 35 
werden, zur ersten Datenleitung (DIOF) synchron 
mit dem extemen Takt im Einzeldatenraten-Mo- 
dus und 

- einen zweiten Ubertragungsteil (1003) zur 
tjbertragung erster und zweiter Eingabedaten zur 40 
ersten und zweiten Datenleitung (DIOF, DIOS) in 
Abhangigkeit von den steigenden und fallenden 
Ranken des extemen Taktes im Doppeldatenra- 
ten-Modus. 

12. Halbleiterspeicherbauelement nach einem der An- 45 
spriiche 1 bis 11, weiter gekennzeichnet durch cine 
Modusauswahlsignaieinheit zur Erzeugung eines Mo- 
dusauswahlsignals (PSDR) zum Auswahlen des Ein- 
zeldatenraten- oder des Doppeldatenraten-Modus. 

13. Halbleiterspeicherbauelement nach Anspruch 12, 50 
weiter dadurch gekennzeichnet, daB die Modusaus- 
wahlsignaieinheit folgende Elemente enthalt: 

- einen NOS-Transistor mit einer Source-Elek- 
U-odc, die an eine Vcrsorgungsspannung (VCC) 
Oder eine Massespannung (VSS) angeschlossen 55 
ist, und 

- eine von auBen auftrennbare Schmel7.sichemng 
(203), die mit einem ersten AnschluB an die Vcr- 
sorgungsspannung oder die Massespannung und 
mil einem zweiten AnschluB an eine Drain-EIek- 60 
trode des MOS-Transistors angeschlossen ist, um 
das Modusauswahlsignal (PSDR) zu erzcugcn. 

14. Decoder fUr ein Halbleiterspeicherbauelement, 
insbesondere zur Verwendung als Spaltendecoder in ei- 
nem Halbleiterspeicherbauelement nach einem der An- 65 
spriiche 1 bis 13, gekennzeichnet durch 

- einen AntworUeil (301. 401) fiir eine vorgege- 
bene Adresse (CAi) zur Festlegung der Antwort 
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auf die vorgcgcbene Adresse in Abhangigkeit von 
einem Modusauswahlsignal (PSDR) und 

- einen Auswahlsignalgen^ator (303) zur Erzeu- 
gung eines Auswahlsignals zum Ausw^en von 
Zeilen oder Spalten des Halbleiterspeicherbauele- 
mentes in Abhangigkeit von einem Ausgangssi- 
gnal (N302) des Antwortteiis (301) fur die vorge- 
gebene Adresse sowie von einer Adresse aus einer 
Gmppe von Adressen mit Ausnahme der vorgege- 
benen Adresse, 

15. Ausgabeubertragungsschaltkreis, inbesondere fiir 
ein Halbleiterspeicherbauelement nach einem der An- 
spriiche 4 bis 13, zum Ausgeben von Eingabedaten an 
eine crste und eine zweite Datenleitung (DIOF, DIOS), 
gekennzeichnet durch 

- einen Normaluberuragungsteil (501) zum Uber- 
tragen der Eingabedaten auf die erste Datenlei- 
tung in Abhangigkeit von einem ersten Logikzu- 
stand einer vorgegebenen Adresse (CAi) imd 

- einen Auswahliibertragungsteil zum tJbertra- 
gen der Eingabedaten auf die zweite Datenleitung 
(DIOS) in Abhangigkeit von einem zweiten Lo- 
gikzustand der vorgegebenen Adresse (CAi), 
wenn ein zugehoriger Modus ausgewahlt ist, wSh- 
rend er die Eingabedaten nicht ubcrtragt, wenn 
dieser Modus nicht ausgewahlt ist. 

16. Ausgabeubertragungsschaltkreis nach Anspruch 
15, wobei der Auswahliibertragungsteil folgende Ele- 
mente enthalt: 

- cine Modusauswahlstufe (505, 605) zur Akti- 
viemng einer Ausgabe in Abhangigkeit von ei- 
nem zweiten Logikzustand der vorgegebenen 
Adresse, wenn der zugchorigc Modus ausgewahlt 
ist, und 

- eine Auswahldateniibcrtragungsstufe zum 
Ubertragen der Eingabedaten auf die zweite Da- 
tenleitung (DIOS), wenn der Ausgang der Modus- 
auswahlstufe akdvicrt ist. 

17. Eingabetreiber, insbesondere fur ein Halbleiter- 
speicherbauelement nach einem der Anspriiche 4 bis 
13, zum Ausgeben von Eingabedaten zu einer ersten 
und einer zweiten Datenleitung (GIOF, GIOS), ge- 
kennzeichnet durch 

- einen ersten Eingabeteil (701, 801) zum Uber- 
tragen der Eingabedaten zur ersten Datenleitung 
(GIOF), wenn ein zugehoriger Modus ausgewahlt 
ist und eine vorgegebene Adresse (CAi) aktiviert 
ist, und 

- einen zweiten Eingabeteil (703, 803) zum 
Ubertragen der Eingabedaten auf die zweite Da- 
tenleitung (GIOS), wenn der zugehorige Modus 
ausgewahlt ist und die vorgegebene Adresse deak- 
tiviert ist. 

18. EingabeUriiber nach Anspmch 17, weiter dadurch 
gekennzeichnet, daB der erste Eingabeteil (801) fol- 
gende Elemente enthalt: 

- eine erste Steuereinheit (805) zur Freigabe ei- 
nes Ausgangssignals, wenn der zugehorige Mo- 
dus ausgewahlt und die vorgegebene Adresse ak- 
tiviert ist, und 

- einen ersten Datenubertragungsteil (807) zur 
tJbcrU-agung der Eingabedaten zur ersten Daten- 
leitung (GIOF), wenn das Ausgangs signal der er- 
sten Steuereinheit aktiviert ist. 

19. Eingabetreiber nach Anspmch 17 oder 18, weiter 
dadurch gekennzeichnet, daB der zweite Eingabeteil 
(803) folgende Elemente enthalt: 

- eine zweite Steuereinheit (813) zur Freigabe ei- 
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ncs Ausgabcsignals, wcnn der zugchorigc Modus 
ausgew^lt und die vorgegebene Adresse deakti- 
viert ist, und 

- cinen zweiten Dateniibertragungsteil (815) zur 
tibertragung der Eingabedaien auf die zweile Da- 5 
tcnlcitung (GIOS), wenn das Ausgangssignal der 
zweiten Steuereinheit frcigegeben ist. 

20. Eingabemultiplexer, insbesondere fur ein Halblei- 
terspcichcrbauelement nach eincm der Anspriiche 9 bis 
13, zum Ausgeben von iiber eine gemeinsame Einga- 10 
beleitung empfangenen Eingabedaien oder von ersten 
und zweiten Eingabedaien zu einer ersten und einer 
zweiten Datenleitung (DIOF, DIOS) synchron zu ei- 
nem cxtcmen Takt, gckcnnzeichnci durch 

- cinen ^sten Ubertragungsteil (1001) zum 15 
tFbertragen der Eingabedaien zur ersten Datenlei- 
tung (DIOF) synchron mit eincm ersten Taktsi- 
gnal (PCLK), wenn ein erster Modus ausgewahlt 
ist, und 

- einen zweiten Ubertragungsteil (1003) zum 20 
Ubertragen eines ersten Taktsignals (CLKDIF) 
synchron mit den steigenden Flanken des exter- 
nen Taktes und zum Ubertragen eines zweiten 
Taktsignls (CLKDIS) synchron mit den fallenden 
Flanken des extemcn Taktes, um die ersten und 25 
zweiten Eingabedaien zu ubertragen. 

21. Eingabemultiplexer nach Anspruch 20, weiter da- 
durch gekennzeichnet, daB der zweite Ubertragungsteil 
(1003) folgende Elemente enthalt: 

- einen Obertragungszwischenspeicher (1005) 30 
zum Ubertragen und Zwischenspeichem der er- 
sten Eingabedaten synchron mit dem ersten Takt- 
signal (CLKDIF), das mit den steigenden Flanken 
des exiemen Taktes synchronisiert ist, in einem 
zweiten Modus und 35 

- einen Ausgabeubertragungsieil (1007) zum 
Ubertragen des Ausgangssignals des Ubertra- 
gungszwischenspeichers sowie der zweiten Ein- 
gabedaten zur ersten und zur zweiten Datenlei- 
tung (DIOF, DIOS) synchron mit dem zweiten 40 
Taktsignal (CLKDIS), das mit den fallenden Flan- 
ken des extemen Taktes synchronisiert ist, im 
zweiten Modus. 

22. Ausgabemultiplexer, insbesondere fur ein Halblei- 
terspeicheibauelement nach einem der Anspruche 9 bis 45 
13, zum Ausgeben erster und zweiter, iiber eine erste 
und eine zweite Eingabedatenleitung (DIOF, DIOS) 
empfangener Eingabedaten zu einer gemeinsamen 
Ausgabeleitung synchron mit eincm extemen Takt, ge- 
kennzeichnet durch 50 

- einen Normalausgabemultiplexer (901) zum 
Ubertragen der ersten Eingabedaien synchron mit 
den steigenden Ranken des extemen Taktes in ei- 
ncm ersten und eincm zweiten Modus und 

- einen Auswahlausgabemultiplexer (903) zum 55 
Ubertragen der zweiten Eingabedaten zur gemein- 
samen Ausgabeleitung synchron mit den fallen- 
den Flanken des ext^nen Taktes im zweiten Mo- 
dus. 

23. Ausgabemultiplexer nach Anspmch 22, weiter da- 60 
durch gekennzeichnet, daB der Normalausgabemulti- 
plexer folgende Elemcnie cnlhall: 

- einen Steuersignalgeneraior (907) zur Erzeu- 
gung eines synchron mit den steigenden Flanken 
des extemen Taktes aktivierten Ausgangssignals 65 
im ersten und zweiten Modus und 

- ein Ubertragungsgatter (909) zum Ubertragen 
der ersten Eingabedaten zur gemeinsamen Ausga- 



beleitung in Abhangigkcit vom Ausgangssignal 

des Steuersignalgenerators. 
24. Ausgabemultiplexer nach Anspruch 22 oder 23, 
weiter dadurch gekennzeichnet, daB der Auswahlaus- 
gabemultiplexer (903) folgende Elemente enthalt: 

- cinen Stcucrsignalgencrator (911) zur Erzeu- 
gung eines synchron mit den fallenden Flanken 
des extemen Taktes aktivierten Ausgangssignals 
im zweiten Modus und 

- ein Ubertragungsgatter (913) zum Ubern^gen 
der zweiten Eingabedaten zur gemeinsamen Aus- 
gabeleitung in Abhangigkcit vom Ausgangssignal 
des Steuersignalgenerators. 
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